Universidad Nacional de Moreno

Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnologia

moreno, 22 AGO 2

VISTO el Expediente N° UNM:0000350/2014 del Registro

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; vy

CONSIDERANDO:

Que el REGLAMENTO GENERAL ACADEMICO, aprobado por
Resolucién UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, el que fuera
ratificado por el Acta de 1la Sesion Ordinaria N° 01/13 del
CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de junio de 2013, establece el
procedimiento para la aprobacioén de las obligaciones
curriculares que 1iIntegran 1los Planes de Estudios de |Ilas
carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

Que por Disposiciéon UNM-DCAyT N°03/13, se aprobo el
Programa de la asignatura: ELECTRONICA APLICADA 1 (2033), del
AREA: ELECTRONICA, correspondiente al CICLO INICIAL de la
Carrera INGENIERTA EN ELECTRONICA, del DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGIA de esta UNIVERSIDAD, con
vigencia a partir del 1o Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2013.

Que conforme lo dispuesto en el citado REGLAMENTO
GENERAL, se ha evaluado una nueva propuesta de Programa de la
asignatura antes referida Yy en sustitucion del vigente,

aconsejando su aprobacion con vigencia a partir del 1°



cuatrimestre del ciclo lectivo 2014, a tenor de la necesidad
de iIntroducir cambios de interés académico y en armonia con el
resto de las obligaciones curriculares.

Que la SECRETARIA ACADEMICA de 1la UNIVERSIDAD ha
emitido opinién Ffavorable, de conformidad con lo previsto en
el articulo 30 de la Parte 1 del citado REGLAMENTO GENERAL,
por cuanto dicho programa se ajusta a las definiciones
enunciadas en el articulo 40 de la Parte 1 del REGLAMENTO en
cuestion, asi como también, respecto de las deméas
disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que la SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA ha tomado la
intervencidén de su competencia.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
APLICADAS Y TECNOLOGIA, en sesi6n de fecha 19 de agosto de
2014, tratdé y aprobdé la modificaciéon del programa propuesto,
conforme 1o establecido en el articulo 2- de la Parte 1 del
REGLAMENTO GENERAL ACADEMICO.

Por ello,
El CONSEJO del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGITA

DISPONE:

ARTICULO lo.- Dejar sin efecto, a partir del lo Cuatrimestre

de Ciclo Lectivo 2014, la Disposicion UNM-DCAyT N°© 03/13.
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ARTICULO 20 .- Aprobar el Programa de la asignatura:
ELECTRONICA  APLICADA | (2033), del  AREA: ELECTRONICA,
correspondiente al CICLO INICIAL de la Carrera INGENIERIA EN
ELECTRONICA, del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y
TECNOLOGIA de esta UNIVERSIDAD, con vigencia a partir del 1lo
Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2014, el que como Anexo 1 forma
parte integrante de la presente Disposicion.
ARTICULO 30.- Registrese, comuniqiese, dese a la SECRETARIA
ACADEMICA a sus efectos y archivese.-

DISPOSICION UNM-DCAyT N° 18/14
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ANEXO 1

Universidad Nacional de Moreno
PROGRAMA ASIGNATURA: Electroénica Aplicada 1 (2033)

Carrera: INGENIERTA EN ELECTRONICA (Plan de estudios aprobado
por Resolucion UNM-R N°407/11)1

Area: Electronica

Trayecto curricular: Ciclo Inicial

Periodo: 50 y 60 Cuatrimestre - Afo 3

Carga horaria: 128 (ciento veintiocho) horas
Vigencia: A partir del 1o Cuatrimestre 2014.
Validez: Por el término de dos (2) afios
Clases: 32 clases (treinta y dos)

Régimen: de regularidad o libre

Responsable de la asignatura: PINI OSVALDO

Programa elaborado por: Osvaldo PINI, Marcelo Roberto TASSARA
y Daniel Emilio RIGANTI

FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA:

Los contenidos desarrollados permiten al futuro ingeniero poder
tomar contacto con los principios fundamentales de los circuitos
analégicos tanto de baja como de alta sefial, comenzando a
generar el desarrollo de un criterio propio que le servira para
su vida profesional.

Le permitird poder analizar y diseflar etapas de proceso de
seflales analdgicas para poder interactuar con el medio.
Comprender las limitaciones y caracteristicas de los elementos
activos que utilizara para la realizacion de los diversos
circuitos con los que trabajara.

1Se encuentra autorizado por Resol. 2287/13 y 2288/13 del MINISTERIO DE EDUCACION
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OBJETIVOS GENERALES:

> |Iniciar al alumno en el conocimiento y proyecto de
circuitos electroénicos analégicos.

> Conocer las caracteristicas de sus componentes

> Introducirlo en la elaboracidén de proyectos de circuitos
electronicos

CONTENIDOS MINIMOS:

Seflales y fuentes de sefal.Transistor bipolar con sefiales

fuertes. Transistor bipolar con sefiales débiles.Transistor
unipolar con sefiales débiles y fuertes. Fuentes de corriente a
transistores y cargas activas. Amplificador diferencial.

Amplificadores multietapas. Fuentes de alimentacioén.

PROGRAMA

Unidad Tematica 1: Fuentes de Sefial y Amplificadores

Naturaleza de 1la informacién a procesar en un circuito
electronico. Caracteristicas de las sefales de audio.

Planteo de wuna situacidon problematica: reproduccién de una
sefial proveniente de un micr6fono en un parlante de 8 ohms.
Significado de reproduccion: su relacién con un sistema lineal
y con el principio de superposicion. Uso de un amplificador
lineal. El transistor bipolar en un amplificador lineal.
Necesidad de polarizar el transistor.

Unidad Tematica 2: Transistor Bipolar con seial fuerte

El transistor bipolar operando en zona activa: tensiones Yy
corrientes en un NPN y en un PNP. Expresion de Ic- Dependencia
de hFE con Ic. Caracteristica de salida Ic versus VCE: ruptura,

saturacion y resistencia de salida del transistor.
Determinacion del punto de operacidéon estatico Q. Inyeccidén de
sefial . Desplazamiento del punto Q por dispersién de hFE.

Circuito basico para IQ constante utilizando dos fuentes.
Circuito de polarizaciéon con una sola fuente. Dado el punto de
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trabajo Q diseifar los valores de las resistencias de
polarizacion. Uso de hojas de datos de transistores bipolares.
Ubicacidén de Q sobre RCD para maxima excursion de sefal.
Potencia. Potencia entregada por la fuente. Potencia disipada
en la carga. Potencia disipada por el transistor. Rendimiento
de conversion.

Regimenes limites de tensidn para distintos circuitos en base.
Relacién entre 1la tensidon de alimentacién y la tensiéon de

ruptura. Regimenes limites de corriente. Variacidon de 1¢q
debido a la variacion de icbo Y hFE por variacion la temperatura.
Regimenes limites de disipacion. Modelo térmico del

transistor: concepto de resistencia térmica. Calculo de la
potencia maxima que puede disipar el transistor. Necesidad del
uso de un disipador. Calculo de la RrRtnja- Disefio de un disipador

utilizando el &baco. Relacion entre VH) y Vo para evitar el
embalaje térmico.

Unidad Tematica 3: Transistor Bipolar con sefiales débiles
Significado de sefial débil. Breve descripcion del
funcionamiento del transistor. Modelo de Giacoletto para
seflales débiles de frecuencias medias Yy bajas. Modelo de
parametros hibridos o parametros h. Analisis de la hojas de
datos de transistores  Dbipolares discretos e integrados,
comercializados en el mercado local.

Andlisis de un monoetapa en la configuracién colector comun

con sefales débiles de frecuencias medias: calculo de
polarizacién, célculo de impedancias de entrada y salida vy
calculo de transferencias. Resolucion de problemas de

verificacioén y disefios de acuerdo a especificaciones.

Utilizacion de software de Simulacion .

Analisis de monoetapas en las configuraciones emisor comiun y RE
sin puentear con sefales débiles de frecuencias medias:

cdlculo de polarizaciéon, calculo de impedancias de entrada vy
salida y calculo de transferencias. Resolucién de problemas de
verificacion y disefos de acuerdo a especificaciones.

Utilizaciéon de software de Simulaciéon Analisis de monoetapas
en las configuraciones base comin y RB sin puentear con sefiales
débiles de frecuencias medias: calculo de polarizacion,
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calculo de impedancias de entrada y salida y calculo de

transferencias. Disefios de acuerdo a especificaciones.
Utilizacion de software de Simulacion.
Circuito Bootstrap: analisis y disefo de esta etapa.

Utilizacién de software de Simulacion.

Unidad Tematica 4: Transistor Unipolar con sefiales fuertes y
débiles

Principio de Tfuncionamiento de los transistores unipolares de
juntura, de compuesta aislada de vaciamiento y de compuerta
aislada de refuerzo. ElI transistor unipolar operando en zona
activa: tensiones y corrientes para los de canal N y canal P.
Expresion de ID. Caracteristicas de transferencia y de salida.
ElI transistor unipolar versus bipolar: comparacién, ventajas y
desventaj as.

Analisis de una etapa con sefales fuertes. Polarizacion.
Influencia de la dispersion. Circuitos de polarizacion
estabilizada.

Analisis de monoetapas en las configuraciones fuente comun con

sefales débiles de frecuencias medias: calculo de
polarizacién, calculo de 1iImpedancias de entrada y salida vy
calculo de transferencias. Resolucion de problemas de

verificacion y disefios de acuerdo a especificaciones.
Utilizacién de software de Simulacion.

Analisis de monoetapas en las configuraciones drenaje comdn

con seflales débiles de frecuencias medias: calculo de
polarizacién, calculo de 1iImpedancias de entrada y salida vy
calculo de transferencias. Resolucion de problemas de

verificacion y disefios de acuerdo a especificaciones.
Utilizacidon de software de Simulacion.

Unidad Tematica 5: Amplificador Diferencial. Circuitos Integrados
Lineales

Amplificador diferencial: principio de Ffuncionamiento, modos
de excitaciéon -diferencial y comiun- y relacion de rechazo de
modo comdn.

Circuito practico de un amplificador diferencial. Calculo de
las tensiones y corrientes de polarizacién. Calculo de 1la
ganancia de tensidon de modo diferencial, modo comian, de Ila
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relaciéon de rechazo de modo comin, de la resistencia de
entrada y de salida. Resolucién de problemas de verificacion y
disefios de acuerdo a especificaciones. Utilizacidon de software
de Simulacion.

Fuentes de corriente: Corriente constante, Espejo, Espejo
mejorada, Widlar, Cascode y Wilson. Ventajas y desventajas de
cada una. Necesidad del uso de fuentes de corriente para la

polarizacion de amplificadores diferenciales. Resolucidéon de
problemas de verificacion y disefios de acuerdo a
especificaciones. Utilizacién de software de Simulacion.

Necesidad del uso de la carga activa. Resoluciéon de problemas
de verificaci6én y disefios de acuerdo a especificaciones.
Utilizacion de software de Simulacion.

Unidad Tematica 6: Amplificadores Multietapas

Técnicas de acoplamiento: directo y via capacitor. Calculo de
tensiones y corrientes de polarizacion, transferencias vy
resistencias de entrada y salida en un multietapa.. Resolucidn
de problemas de verificacion y disefios de acuerdo a
especificaciones. Utilizacidéon de software de Simulacion.
Anédlisis de los circuitos D"Arlington y Cascode. Resolucidén de
problemas de verificacion y disefios de acuerdo a
especificaciones. Utilizacién de software de Simulacioén.
Analisis de la etapa de entrada del amplificador operacional
741 . Caracteristicas de ganancia y de salida de los
amplificadores operacionales.

Unidad Tematica 7: Fuentes de Alimentaciodn

Fuentes de alimentacidén con rectificador de media onda, onda
completa con puente de diodos y onda completa con
transformador con punto medio: descripcion de Ffuncionamiento y
trazado de curvas temporales de tensiones Yy corrientes.
Eliminacion del zumbido (ripple) ~con un capacitor en la
salida: descripcion de funcionamiento Yy trazado de curvas
temporales de tensiones y corrientes. Disefio de fuentes de
alimentacién usando las curvas de Shade. Regulador con diodos
Zenner. Regulador con transistores bipolares.
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METODOLOGIA DE TRABAJO: La asignatura esta constituida por 7
Unidades las cuales se dictaran durante dos cuatrimestres en
clases tedricas Yy practicas, con resolucidon de problemas a
cargo de los alumnos.

Las guias de trabajos practicos, propuestos por el docente, se
resolveran en forma individual. Se utilizaran las herramientas
informaticas adecuadas para la resolucidon de los problemas vy
la justificacion de las respuestas obtenidas.

\JO\J
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EVALUACION Y APROBACION:

Evaluacion:

La evaluacidén consta de dos examenes parciales y un examen
final. Los examenes parciales se aprobaran con una nota minima
de cuatro (@), y una vez comprobada y aprobada la entrega de
los TP"s el alumno tendra derecho a rendir el examen Tfinal que
se aprobara con un minimo de cuatro (4).

ElI alumno podr& '"recuperar'" sus examenes parciales en 3 (tres)

fechas destinadas a tal efecto. Cada parcial podra ser
recuperado un maximo de 2 (dos) veces. Asimismo el alumno
podra rendir el examen  final en 3 (tres) fechas, no

consecutivas, destinadas a tal efecto.

REGIMEN DE APROBACION:

> Asistencia minima del 80% (ochenta por ciento)

N Regularizaciéon y examen final: Aprobacién de las dos
instancias de evaluacidén con minimo de 4 (cuatro) puntos.

> Asistencia menor al 80% (ochenta por ciento), en este caso

el alumno debera recuperar la totalidad de sus examenes
parciales.



